wo 2025/108696 A 1 | N0 0 TR0 OO OO

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de 1a N
Propriété Intellectuelle g
Bureau international 3§

(43) Date de la publication internationale
30 mai 2025 (30.05.2025)

00 OO O
(10) Numéro de publication internationale

WO 2025/108696 A1

WIPO I PCT

(51) Classification internationale des brevets :

HOIL 21/66 (2006.01) GOIN 21/95 (2006.01)
C30B 29/36 (2006.01) C30B 25/20 (2006.01)
GOIN 21/64 (2006.01)

(21) Numéro de l1a demande internationale :
PCT/EP2024/081200

(22) Date de dépot international :

(72) Inventeurs : CELA, Enrica ; C/O SOITEC, PARC TECH-
NOLOGIQUE DES FONTAINES, CHEMIN DES FRAN-
QUES, 38190 BERNIN (FR). CHAPELLE, Audrey ; C/
O SOITEC, PARC TECHNOLOGIQUE DES FONTAI-
NES, CHEMIN DES FRANQUES, 38190 BERNIN (FR).
ROUCHIER, Séverin ; C/O SOITEC, PARC TECHNO-
LOGIQUE DES FONTAINES, CHEMIN DES FRAN-
QUES, 38190 BERNIN (FR). SCHWARZENBACH,

05 novembre 2024 (05.11.2024) Walter ; C/O SOITEC, PARC TECHNOLOGIQUE

DES FONTAINES, CHEMIN DES FRANQUES, 38190

(25) Langue de dépot : frangais BERNIN (FR).
(26) Langue de publication : frangais (74 Mandataire : IP TRUST ; 2 rue de Clichy, 75009 PARIS
(30) Données relatives 2 la priorité : (FR).

ey 21 novembre 2023 (21.11.2023) FR (81) Etats désignés (saufindication contraire, pour tout titre de

protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,

(71) Déposant : SOITEC [FR/FR] ; PARC TECHNO-
LOGIQUE DES FONTAINES, CHEMIN DES FRAN-
QUES, 38190 BERNIN (FR).
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(54) Titre : PROCEDE DE CONTROLE DE LA QUALITE D'UNE STRUCTURE COMPOSITE COMPRENANT UNE COUCHE
MINCE EN C-SIC, ET STRUCTURE COMPOSITE

(57) Abstract: The invention relates to a method for controlling the quality of a composite structure comprising a thin layer made of
single-crystal silicon carbide placed on a carrier substrate made of polycrystalline silicon carbide, the method comprising: a) inspection
of a free surface (10a) of the thin layer (10) using a technique coupling visible-light confocal microscopy and photoluminescence imag-
ing, making it possible to detect defects, called secondary defects, b) preliminary identification of the secondary defects, by similarity,
on the basis of their visible-light image, by virtue of an image recognition algorithm trained on various types of defects such as holes,
bubbles, scratches, and defects of crystalline origin; at the end of step b), each secondary defect is associated with one identified type of
defect, with a certain level of similarity, c) final classification of at least certain secondary defects by application of the following first
conditions: - if the level of similarity associated with a secondary defect is greater than a high level, said secondary defect is definitively
classified in the identified type of defect, - if the level of similarity associated with the secondary defect is between a low level and
the high level, the photoluminescence image of said defect is analysed, if the secondary defect is associated with a labelled type of
PL defect, said secondary defect is definitively classified in the identified type of defect, - in all other cases, the secondary defect is
definitively classified as not a defect.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de controle de la qualité d'une structure composite comprenant une couche mince en
carbure de silicium monocristallin disposée sur un substrat support en carbure de silicium polycristallin, le procédé comprenant: a)
l'inspection d'une surface libre (10a) de la couche mince (10) par une technique couplant microscopie confocale en lumiere visible et
imagerie par photoluminescence, permettant de détecter des défauts, dits défauts secondaires, b) l'identification préliminaire des défauts
secondaires, par similarité, sur la base de leur image en lumiére visible, grace a un algorithme de reconnaissance d'images, entrainé sur
différents types de défauts tels que des trous, des bulles, des rayures, des défauts d'origine cristalline; al'issue de I'étape b), chaque défaut
secondaire étant associ€ a un type identifi¢ de défaut, avec un certain niveau de similarité, c) la classification finale d'au moins certains
défauts secondaires par application des premieres conditions suivantes: - si le niveau de similarité associé a un défaut secondaire est
supérieur a un niveau haut, ledit défaut secondaire est définitivement classé dans le type identifié¢ de défaut, - si le niveau de similarité
associé au défaut secondaire est compris entre un niveau bas et le niveau haut, 'image par photoluminescence dudit défaut est analysée;
si le défaut secondaire est associé a un type labellisé de défaut PL, ledit défaut secondaire est définitivement classé dans le type identifié
de défaut, - dans les autres cas, le défaut secondaire est définitivement classé comme n'étant pas un défaut.
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